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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画素領域毎に形成されて所定のバスラインに接続される薄膜トランジスタと、前記画素
領域に設けられ、スリット状の電極抜き領域により少なくとも３つ以上の分割電極領域に
分割された画素電極と、隣り合う前記分割電極領域間を電気的に接続する接続電極と、前
記薄膜トランジスタと前記画素電極とを電気的に接続する接続部とを有する薄膜トランジ
スタ基板を備え、前記薄膜トランジスタ基板に対向配置された対向基板との間に液晶を封
止した液晶表示パネルにおいて、
　前記接続部は、少なくとも両側に配置されて互いに隣り合わない２つ以上の前記分割電
極領域と前記接続電極を介して接続可能な分割電極領域に設けられていること
　を特徴とする液晶表示パネル。
【請求項２】
　請求項１記載の液晶パネルにおいて、
　前記接続部は、前記バスライン又は前記薄膜トランジスタに直近の前記分割電極領域に
設けられること
　を特徴とする液晶表示パネル。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の液晶表示パネルにおいて、
　前記接続電極は、前記分割電極領域と同一の電極材料で形成されていること
　を特徴とする液晶表示パネル。
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【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の液晶表示パネルにおいて、
　前記電極抜き領域は、前記液晶に印加される電界に歪みを生じさせて前記液晶の配向を
制御する配向規制部材であること
　を特徴とする液晶表示パネル。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、垂直配向させた液晶（以下、垂直配向液晶という）の配向分割制御をＭＶＡ（
Ｍｕｌｔｉ－ｄｏｍａｉｎ　Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）方式により行う液
晶表示パネルに関する。
【０００２】
【従来の技術】
ＭＶＡ方式を用いた液晶表示パネルについて簡単に説明する。ＭＶＡ方式の液晶表示パネ
ルは、液晶に印加する電界を局所的に歪ませて液晶を配向規制する部材として、電極上に
設けた突起、あるいは電極内で電極材が形成されていないスリット状の電極抜き領域のい
ずれかを有している。ここでは、配向規制部材として画素電極にスリット状の電極抜き領
域が設けられている液晶表示パネルについて図７を参照して説明する。
【０００３】
図７は、パネル表面に向かって見た従来の液晶表示パネルの薄膜トランジスタ基板の概略
構成を示している。液晶表示パネルは、薄膜トランジスタ基板と対向基板及びこれらの基
板間に挟持される垂直配向液晶とで構成される。
【０００４】
図７において、薄膜トランジスタ基板には、図中横方向に延びるゲートバスライン１と縦
方向に延びるデータバスライン２とで画定される画素領域毎に、薄膜トランジスタ３と透
明電極材料（例えば、ＩＴＯ；インジウム・ティン・オキサイド）からなる画素電極４が
形成されている。
【０００５】
画素電極４は、画素領域内に広く分布して形成されるが、スリット状の電極抜き領域（以
下、スリットと略称する）５をゲートバスライン１及びデータバスライン２に対して斜め
方向に並べて配置することにより、複数の分割電極領域ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅに分割されて
いる。これら複数の分割電極領域ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅは、スリット５間に形成された細い
接続電極６により相互間の導通状態が維持されるようになっている。コンタクトホール７
は、薄膜トランジスタ３に直近の分割電極領域ａに設けられている。
【０００６】
薄膜トランジスタ３は、ゲートバスライン１とデータバスライン２との交差位置近傍に形
成されている。薄膜トランジスタ３のゲート電極はゲートバスライン１に接続され、ドレ
イン電極はデータバスライン２に接続され、ソース電極はコンタクトホール７を介して分
割電極領域ａに接続されている。
【０００７】
図示は省略したが、薄膜トランジスタ基板と所定の間隙で対向する対向基板には対向電極
が形成されている。画素電極４及び対向電極上には不図示の垂直配向膜が形成され、２つ
の垂直配向膜間には負の誘電異方性を有する液晶が封止されている。対向基板上の対向電
極と垂直配向膜との間には誘電体からなる複数の線状の突起が形成されている。線状突起
は、画素電極４上のスリットパターンに合わせて周期的に形成されている。２枚の基板間
で対向するスリット５と線状突起は基板面から見て半ピッチずつずれて配置されている。
スリット５と線状突起は画素領域内の液晶を複数の配向方位に分割する配向制御に用いら
れる。
【０００８】
２枚の基板の外面には偏光軸が直交する２枚の偏光板が設けられている。電圧印加時に基
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板表示面で傾斜する液晶分子の長軸の方位が、基板面から見て偏光板の偏光軸に対して概
ね４５°の角度になるように偏光板の取り付け方向が調整されている。
【０００９】
負の誘電異方性を有するネマチック液晶をこの基板間に封止すると、液晶分子の長軸は垂
直配向膜の膜面に対して垂直方向に配向する。このため、基板面上の液晶分子は基板面に
垂直に配向し、線状突起の斜面上の液晶分子は基板面に対して傾斜して配向する。
【００１０】
上記構造のＭＶＡ－ＬＣＤの両電極間に電圧を印加しない状態で、一方の基板面から光を
入射させると、一方の偏光板を通過して液晶層に入射した直線偏光の光は、垂直配向して
いる液晶分子の長軸の方向に沿って進む。液晶分子の長軸方向には複屈折が生じないため
入射光は偏光方位を変えずに進み、一方の偏光板と直交する偏光軸を有する他方の偏光板
で吸収されてしまう。これにより電圧無印加時において暗状態の表示が得られる。
【００１１】
対向電極間に電圧が印加されると、線状突起で予め傾斜している液晶分子の配向方位と、
スリット５近傍に生じる斜め電界により傾斜する液晶分子の配向方位に倣って基板面上の
液晶分子の配向方位が規制されつつ液晶分子の長軸が基板面に平行に配向する。
【００１２】
この状態の液晶層に入射した直線偏光の光に対して液晶分子は複屈折性を示し、入射光の
偏光状態は液晶分子の傾きに応じて変化する。所定の最大電圧印加時において液晶層を通
過する光は、その偏光方位が９０°回転させられた直線偏光となるので、他方の偏光板を
透過して明状態の表示が得られる。再び電圧無印加状態に戻すと配向規制力により暗状態
の表示に戻すことができる。また、印加電圧を変化させて液晶分子の傾きを制御して他の
偏光板からの透過光強度を変化させることにより階調表示が可能となる。
【００１３】
各画素にＴＦＴが形成されたアクティブマトリクス型のＭＶＡ方式ＴＦＴ－ＬＣＤによれ
ば画素内の液晶の配向方位を複数に分割できるので、ＴＮ型ＴＦＴ－ＬＣＤと比較して極
めて広い視野角と高いコントラストを実現することができる。また、ラビング処理が不要
であるので、製造工程が容易になると共に製造歩留まりを向上させることができるように
なる。
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、近年、液晶表示パネルの需要は増加し、パソコンや携帯端末の表示デバイスと
して広く用いられてきている。そのような中で市場からは、低価格で、かつ高精細、大画
面化の要請が強まってきている。したがって高精細、大画面化の要請に応えるために、微
細パターンが増加することになる。
【００１５】
その結果、画素電極４のパターニング工程では、例えば図８に示すように、画素電極パタ
ーンの形成中にごみ混入などによるパターン不良が発生することがあり、歩留まり低下に
よるコスト高の原因となっている。
【００１６】
図８は、図７と同様にパネル正面方向から見た薄膜トランジスタ基板の概略構成であって
、横方向に並ぶ２つの画素領域を示している。各画素領域にはそれぞれ薄膜トランジスタ
３ａ、３ｂと、スリット５が形成された画素電極４ａ、４ｂが形成されている。
【００１７】
さて、図８において、薄膜トランジスタ３ｂ上層の斜線領域Ｇは、画素電極４のパターニ
ングの際、薄膜トランジスタ３ｂ上層において画素電極４ａの分割電極領域ｂと画素電極
４ｂの分割電極領域ａとがＩＴＯで接続されてしまっている領域を示している。
【００１８】
この場合、２つの画素電極４ａ、４ｂは導通しているので互いに異なるデータが書き込ま
れると表示不良になる。このような隣接画素電極同士が短絡してしまう欠陥は連結不良と



(4) JP 4571727 B2 2010.10.27

10

20

30

40

50

呼ぶが、従来はこの連結不良を修復して画素を救済することができず製造歩留まりの低下
を引き起こしている。
【００１９】
本発明の目的は、連結不良を生じている画素を救済して、製造歩留まりを向上させること
ができる液晶表示パネルを提供することにある。
【００２０】
【課題を解決するための手段】
上記目的は、画素領域毎に形成されて所定のバスラインに接続される薄膜トランジスタと
、前記画素領域に設けられ、スリット状の電極抜き領域により少なくとも３つ以上の分割
電極領域に分割された画素電極と、隣り合う前記分割電極領域間を電気的に接続する接続
電極と、前記薄膜トランジスタと前記画素電極とを電気的に接続する接続部とを有する薄
膜トランジスタ基板を備え、前記薄膜トランジスタ基板に対向配置された対向基板との間
に液晶を封止した液晶表示パネルにおいて、前記接続部は、少なくとも２つ以上の前記分
割電極領域と前記接続電極を介して接続可能な分割電極領域に設けられていることを特徴
とする液晶表示パネルによって達成される。
【００２１】
本発明によれば、隣接画素との連結不良が生じても、複数の分割電極領域のうち、連結不
良に関連する分割電極領域周囲の接続電極をレーザ光の照射等により非導通として、残り
の大部分の分割電極領域を救済することができるようになる。
【００２２】
また、上記本発明の液晶表示パネルにおいて、前記接続部は、前記バスライン又は前記薄
膜トランジスタに直近の前記分割電極領域に設けられることを特徴とする。少なくとも２
つ以上の前記分割電極領域と前記接続電極を介して接続可能な分割電極領域が複数ある場
合には、バスライン又は薄膜トランジスタに最も近い位置にある当該分割電極領域に接続
部を設けるようにすれば、配線パターンを短くでき、開口率を低下させずに済むようにな
る。
【００２３】
また、上記本発明の液晶表示パネルにおいて、前記接続電極は、前記分割電極領域と同一
の電極材料で形成されていることを特徴とする。本発明によれば、接続電極を分割電極領
域のパターニング時に同時に形成することができ、製造工程を増加させないようにするこ
とができる。
【００２４】
さらに、上記本発明の液晶表示パネルにおいて、前記電極抜き領域は、前記液晶に印加さ
れる電界に歪みを生じさせて前記液晶の配向を制御する配向規制部材であることを特徴と
する。本発明によれば、不良となった分割電極領域を切り離した残りの分割電極領域で垂
直配向液晶の配向分割が行えるので、他の正常な画素電極と同様に広視野の表示動作が行
えるようになる。
【００２５】
さらに上記本発明の液晶表示パネルにおいて、前記電極抜き領域は、バスラインに対して
斜め形成されている、あるいはバスラインに並列に形成されていることを特徴とする。本
発明によれば、両基板外面に貼り付ける偏光板の偏光軸の調整や視野角特性の調整などに
おける設計の自由度を高めることができるようになる。
【００２６】
【発明の実施の形態】
本発明の第１の実施の形態による液晶表示パネルを図１を用いて説明する。なお、以下の
説明において、図７及び図８を用いて説明した構成要素と同一の作用機能を有する構成要
素には同一の符号を付してその説明は省略する。図１は、パネル面に向かって見た液晶表
示パネルの概略構成を示しており、横方向に並ぶ２つの画素領域を示している。各画素領
域にはそれぞれ薄膜トランジスタ３ａ、３ｂと、スリット５が形成された画素電極４ａ、
４ｂが形成されている。
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【００２７】
本実施の形態における２つの画素電極４ａ、４ｂに形成されるスリット５ａ、５ｂ、５ｃ
の形成方向は、ゲートバスライン１及びデータバスライン２に対して斜めになっている。
この形成方向は、図７及び図８を用いて説明した従来の薄膜トランジスタ基板に形成され
たスリット５の形成方向とはデータバスラインの延びる方向に関して逆向きになっている
。図１では、４つの分割電極領域ａ、ｂ、ｃ、ｄを示している。
【００２８】
薄膜トランジスタ３ａ、３ｂのソース電極と画素電極４ａ、４ｂとを電気的に接続する接
続部を構成するコンタクトホール７ａ、７ｂは、各画素電極４ａ、４ｂの分割電極領域ｂ
に設けられている。なお、斜線領域Ａ内にある画素電極４ｂの分割電極領域ｂに設けられ
ているコンタクトホール７ｂは表示を省略している。このように本実施の形態での接続部
は、２つの分割電極領域ａ、ｃと接続電極６ａ、６ｂを介して接続する分割電極領域ｂに
設けられている。
【００２９】
接続部を構成するコンタクトホール７ａ、７ｂが設けられる領域として分割電極領域ｂを
選択するのは、第１に、分割電極領域ｂが薄膜トランジスタ３ａ、３ｂ及びデータバスラ
イン２に直近に配置されているからである。分割電極領域ｂを選択することにより、デー
タバスライン近傍に薄膜トランジスタ３を形成でき、さらに、薄膜トランジスタ３のソー
ス電極からコンタクトホール７までの距離を短くすることができる。第２に、隣接画素と
の連結不良が生じても、複数の分割電極領域ａ、ｂ、ｃ、ｄのうち、例えば図１に示すよ
うに、連結不良に関与する画素領域４ａの分割電極領域ａの周囲の接続電極６ａをレーザ
光の照射等により非導通にすれば、画素領域４ａの残りの大部分の分割電極領域ｂ、ｃ、
ｄを救済することができるからである。
【００３０】
さて、図１において、薄膜トランジスタ３ｂ上層の斜線領域Ａは、薄膜トランジスタ３ｂ
の近傍において画素電極４ａの分割電極領域ａと画素電極４ｂの分割電極領域ｂとが電気
的に接続された画素電極パターン不良による連結不良の生じた領域を示している。
【００３１】
この場合、本実施の形態では、画素電極４ａ側の分割電極領域ａを画定するスリット５ａ
上の接続電極６ａにレーザ光等を照射して切断し、分割電極領域ａ、ｂ間を非導通とし、
分割電極領域ａを薄膜トランジスタ３ａから電気的に分離することにより、画素電極４ａ
、４ｂ間の電気的接続を遮断することができる。薄膜トランジスタ３ａ、３ｂは、相互に
影響されることなく独立に動作できるようになる。
【００３２】
このとき、画素電極４ａでは、分割電極領域ｂ、ｃ、ｄが薄膜トランジスタ３ａに接続さ
れる状態となる。また、画素電極４ｂでは、画素電極４ａ側の分割電極領域ａが新たに画
素トランジスタ３ｂに接続される状態となる。
【００３３】
画素電極４ａにおいては、相互に導通状態にある分割電極領域ｂ、ｃ間のスリット５ｂと
図示しない対向電極との間に生じる斜め電界により、垂直配向液晶を所定方向に配向規制
して配向分割が行われる。同様に、分割電極領域ｃ、ｄ間のスリット５ｃと図示しない対
向電極との間に生じる斜め電界により、垂直配向液晶を所定方向に配向規制して配向分割
が行われる。つまり、画素電極４ａでは、相互に導通状態にある分割電極領域ｂ、ｃ、ｄ
により、他の正常な画素の画素電極とほぼ同様の広視野角の表示動作を行うことができる
ようになる。
【００３４】
また、画素電極４ｂでは、新たに加わった画素電極４ａ側の分割電極領域ａを除いたそれ
ぞれの分割電極領域ａ、ｂ、ｃ、ｄ間のスリット５において同様の配向分割が行われる。
【００３５】
このように、図１の斜線領域Ａで示す画素電極パターン不良に対し画素電極４ａ側の分割
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電極領域ａを切り離して連結不良を修復し、残りの分割電極領域ｂ、ｃ、ｄを救済して画
素電極４ａ、４ｂを同時に救済できるようになるので、歩留まりを向上させることが可能
となる。
【００３６】
次に、本発明の第２の実施の形態による液晶表示パネルを図２を用いて説明する。図２は
、パネル面に向かって見た液晶表示パネルの概略構成を示しており、横方向に並ぶ２つの
画素領域を示している。各画素領域にはそれぞれ薄膜トランジスタ３ａ、３ｂと、スリッ
ト５が形成された画素電極４ａ、４ｂが形成されている。
【００３７】
本実施の形態における２つの画素電極４ａ、４ｂに形成されるスリット５ａ、５ｂは、デ
ータバスライン２に並列に形成されている。図２では、図中横方向に並ぶ３つの分割電極
領域ａ、ｂ、ｃを示している。
【００３８】
薄膜トランジスタ３ａ、３ｂのソース電極と画素電極４ａ、４ｂとを電気的に接続する接
続部を構成するコンタクトホール７ａ、７ｂは、各画素電極４ａ、４ｂの分割電極領域ｂ
に設けられている。このように本実施の形態での接続部は、２つの分割電極領域ａ、ｃと
接続電極６ａ、６ｂを介して接続する分割電極領域ｂに設けられている。
【００３９】
接続部を構成するコンタクトホール７ａ、７ｂが設けられる領域として分割電極領域ｂを
選択するのは、隣接画素との連結不良が生じても、複数の分割電極領域ａ、ｂ、ｃのうち
、例えば図２に示すように、連結不良に関与する画素領域４ａの分割電極領域ｃ周囲の接
続電極６ｂをレーザ光の照射等により非導通にすれば、画素領域４ａの残りの分割電極領
域ａ、ｂを救済することができるからである。同様に、連結不良に関与する画素領域４ｂ
の分割電極領域ａ周囲の接続電極６ａをレーザ光の照射等により非導通にすれば、画素領
域４ａの残りの分割電極領域ｂ、ｃを救済することができるからである。
【００４０】
さて、図２において、斜線領域Ｂは、画素電極４ａの分割電極領域ｃと画素電極４ｂの分
割電極領域ａとが電気的に接続されて画素電極パターン不良の生じた領域を示している。
この例において本実施の形態では２つの修復方法を採ることができる。
【００４１】
第１の修復方法は、画素電極４ａにおいて、分割電極領域ｃを画定するスリット５ｂ上の
接続電極６ｂにレーザ光を照射して切断し、分割電極領域ｂ、ｃ間を非導通とし、分割電
極領域ｃを薄膜トランジスタ３ａから電気的に分離する。こうすることにより、画素電極
４ａ、４ｂ間の電気的接続を遮断することができる。
【００４２】
第２の修復方法は、画素電極４ｂにおいて、分割電極領域ａを画定するスリット５ａ上の
接続電極６ａにレーザ光を照射して切断し、分割電極領域ａ、ｂ間を非導通とし、分割電
極領域ａを薄膜トランジスタ３ｂから電気的に分離する。こうすることにより、画素電極
４ａ、４ｂ間の電気的接続を遮断することができる。
【００４３】
以上の何れの方法によっても画素電極４ａ、４ｂ間の電気的接続を遮断できるので、薄膜
トランジスタ３ａ、３ｂは、相互に影響されることなく独立に動作でき、両画素電極を共
に救済できるようになる。
【００４４】
第１の修復方法による場合には、画素電極４ａにおいては、相互に導通状態にある分割電
極領域ａ、ｂ間のスリット５ａと図示しない対向電極との間に生じる斜め電界により、垂
直配向液晶を所定方向に配向規制して配向分割が行われる。
つまり、画素電極４ａでは、相互に導通状態にある分割電極領域ａ、ｂにより、他の正常
な画素の画素電極とほぼ同様の広視野角の表示動作を行うことができるようになる。また
、画素電極４ｂでは、新たに加わった画素電極４ａ側の分割電極領域ｃを除いたそれぞれ
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の分割電極領域ａ、ｂ、ｃ間のスリット５において同様の配向分割が行われる。
【００４５】
また、第２の方法による場合には、画素電極４ｂにおいては、相互に導通状態にある分割
電極領域ｂ、ｃ間のスリット５ｂと図示しない対向電極との間に生じる斜め電界により、
垂直配向液晶を所定方向に配向規制して配向分割が行われる。つまり、画素電極４ｂでは
、相互に導通状態にある分割電極領域ｂ、ｃにより、他の正常な画素の画素電極とほぼ同
様の広視野角の表示動作を行うことができるようになる。また、画素電極４ａでは、新た
に加わった画素電極４ｂ側の分割電極領域ａを除いたそれぞれの分割電極領域ａ、ｂ、ｃ
間のスリット５において同様の配向分割が行われる。
【００４６】
このように、図２の斜線領域Ｂで示す画素電極パターン不良に対し画素電極４ａ側の分割
電極領域ｃを切り離して連結不良を修復して残りの分割電極領域ａ、ｂを救済し、あるい
は、画素電極４ｂの分割電極領域ａを切り離して残りの分割電極領域ｂ、ｃを救済するこ
とにより、画素電極４ａ、４ｂを同時に救済できるようになる。これにより、歩留まりを
向上させることが可能となる。
【００４７】
次に、本発明の第３の実施の形態による液晶表示パネルを図３を用いて説明する。図３は
、パネル面に向かって見た液晶表示パネルの概略構成を示しており、横方向に並ぶ２つの
画素領域を示している。各画素領域にはそれぞれ薄膜トランジスタ３ａ、３ｂと、スリッ
ト５が形成された画素電極４ａ、４ｂが形成されている。
【００４８】
本実施の形態における２つの画素電極４ａ、４ｂに形成されるスリット５ａ、５ｂ、５ｃ
、５ｄ、５ｅは、ゲートバスライン１に並列に形成されている。図３では、図中縦方向に
並ぶ６つの分割電極領域ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆを示している。
【００４９】
薄膜トランジスタ３ａ、３ｂのソース電極と画素電極４ａ、４ｂとを電気的に接続する接
続部を構成するコンタクトホール７ａ、７ｂは、各画素電極４ａ、４ｂの分割電極領域ｃ
に設けられている。このように本実施の形態での接続部は、２つの分割電極領域ｂ、ｄと
接続電極６ｂ、６ｃを介して接続する分割電極領域ｃに設けられている。
【００５０】
接続部を構成するコンタクトホール７ａ、７ｂが設けられる領域として分割電極領域ｃを
選択するのは、隣接画素との連結不良が生じても、複数の分割電極領域ａ、ｂ、ｃ、ｄ、
ｅ、ｆのうち、例えば図３に示すように、連結不良に関与する画素領域４ａの分割電極領
域ａ周囲の接続電極６ａをレーザ光の照射等により非導通にすれば、画素領域４ａの残り
の分割電極領域ｂ～ｆを救済することができるからである。同様に、連結不良に関与する
画素領域４ｂの分割電極領域ａ周囲の接続電極６ａをレーザ光の照射等により非導通にす
れば、画素領域４ａの残りの分割電極領域ｂ～ｆを救済することができる。さらに本実施
の形態では、仮に分割電極領域ｂに連結不良が生じても、残りの分割領域ｃ～ｆを救済す
ることができる。
【００５１】
さて、図３において、斜線領域Ｃは、画素電極４ａ、４ｂの分割電極領域ａ同士が電気的
に接続されている画素電極パターン不良が生じた領域を示している。
この例において本実施の形態では２つの修復方法を採ることができる。
【００５２】
第１の修復方法は、画素電極４ａにおいて、分割電極領域ａを画定するスリット５ａ上の
接続電極６ａにレーザ光を照射して切断し、分割電極領域ａ、ｂ間を非導通とし、分割電
極領域ａを薄膜トランジスタ３ａから電気的に分離する。こうすることにより、画素電極
４ａ、４ｂ間の電気的接続を遮断することができる。
【００５３】
第２の修復方法は、画素電極４ｂにおいて、分割電極領域ａを画定するスリット５ａ上の
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接続電極６ａにレーザ光を照射して切断し、分割電極領域ａ、ｂ間を非導通とし、分割電
極領域ａを薄膜トランジスタ３ｂから電気的に分離する。こうすることにより、画素電極
４ａ、４ｂ間の電気的接続を遮断することができる。
【００５４】
以上の何れの方法によっても画素電極４ａ、４ｂ間の電気的接続を遮断できるので、薄膜
トランジスタ３ａ、３ｂは、相互に影響されることなく独立に動作でき、両画素電極４ａ
、４ｂを共に救済できるようになる。本実施の形態も第２の実施の形態と同様に、救済さ
れた分割電極領域を用いて他の正常な画素の画素電極とほぼ同様の広視野角の表示動作を
行うことができるようになる。
【００５５】
このように、図３の斜線領域Ｃで示す画素電極パターン不良に対し画素電極４ａまたは画
素電極４ｂにおいて分割電極領域ａを切り離して残りの分割電極領域ｂ～ｆを救済するこ
とにより、画素電極４ａ、４ｂを同時に救済できるようになる。これにより、歩留まりを
向上させることが可能となる。
【００５６】
次に、本発明の第４の実施の形態による液晶表示パネルを図４を用いて説明する。図４は
、パネル面に向かって見た液晶表示パネルの概略構成を示しており、横方向に並ぶ２つの
画素領域を示している。各画素領域にはそれぞれ薄膜トランジスタ３ａ、３ｂと、スリッ
ト５が形成された画素電極４ａ、４ｂが形成されている。
【００５７】
本実施の形態における２つの画素電極４ａ、４ｂに形成されるスリット５ａ、５ｂ、５ｃ
は、ゲートバスライン１及びデータバスライン２に対して斜めに形成されている。この形
成方向は、図７及び図８を用いて説明した従来の薄膜トランジスタ基板に形成されたスリ
ット５の形成方向と同じである。なお、斜線領域Ｄ中に表れる画素電極４ｂの分割電極領
域ａは表示を省略している。
【００５８】
本実施の形態による薄膜トランジスタ３ａ、３ｂは、図中右隣りのデータバスライン２近
傍に形成されている。薄膜トランジスタ３ａ、３ｂのソース電極と画素電極４ａ、４ｂと
を電気的に接続する接続部を構成するコンタクトホール７ａ、７ｂは、各画素電極４ａ、
４ｂの分割電極領域ｃに設けられている。このように本実施の形態での接続部は、２つの
分割電極領域ｂ、ｄと接続電極６ｂ、６ｃを介して接続する分割電極領域ｃに設けられて
いる。薄膜トランジスタ３ａ、３ｂを図中右隣りデータバスライン２近傍に形成すること
により、それぞれの分割電極領域ｃ内のコンタクトホール７ａ、７ｂと接続する薄膜トラ
ンジスタ３ａ、３ｂのソース電極の長さを最短にしている。
【００５９】
接続部を構成するコンタクトホール７ａ、７ｂが設けられる領域として分割電極領域ｃを
選択するのは、隣接画素との連結不良が生じても、複数の分割電極領域ａ、ｂ、ｃ、ｄの
うち、例えば図４に示すように、連結不良に関与する画素領域４ａ、４ｂの分割電極領域
ｂの周囲の接続電極６ｂをレーザ光の照射等により非導通にすれば、画素領域４ａ、４ｂ
の残りの分割電極領域ｃ、ｄを救済することができるからである。
【００６０】
さて、図４において、斜線領域Ｄは、ゲートバスライン１とデータバスライン２が交差す
る付近において、画素電極４ａの分割電極領域ａと画素電極４ｂの分割電極領域ａ、ｂと
が電気的に接続されている比較的広範囲の画素電極パターン不良が生じた領域を示してい
る。
【００６１】
この場合、本実施の形態では、画素電極４ｂ側の分割電極領域ｂ、ｃ間のスリット５ｂ上
の接続電極６ｂをレーザ光等を照射して切断し、分割電極領域ｂ、ｃ間を非導通とし、分
割電極領域ａ、ｂを薄膜トランジスタ３ｂから電気的に分離することにより、画素電極４
ａ、４ｂ間の電気的接続を遮断することができる。
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薄膜トランジスタ３ａ、３ｂは、相互に影響されることなく独立に動作できるようになる
。
【００６２】
このとき、画素電極４ｂでは、画素分割電極領域ｃ、ｄが薄膜トランジスタ３ｂに接続さ
れる状態となる。また、画素電極４ａでは、斜線領域Ｄ下方の画素電極４ｂ側の分割電極
領域ａが新たに画素トランジスタ３ａに接続される状態となる。このような状態において
、画素電極４ａ側では所望の配向分割制御が行われ、同様に、画素電極４ｂ側では分割電
極領域ｃ、ｄにおいて正常な分割配向制御が行われる。
【００６３】
このように、図４の斜線領域Ｄで示す画素電極パターン不良に対し画素電極４ｂ側の分割
電極領域ａ、ｂを切り離して連結不良を修復し、残りの分割電極領域ｃ、ｄを救済するこ
とにより、画素電極４ａ、４ｂを同時に救済できるようになるので、歩留まりを向上させ
ることが可能となる。
【００６４】
次に、本発明の第５の実施の形態による液晶表示パネルを図５を用いて説明する。図５は
、パネル面に向かって見た液晶表示パネルの概略構成を示しており、横方向に並ぶ２つの
画素領域を示している。各画素領域にはそれぞれ薄膜トランジスタ３ａ、３ｂと、スリッ
ト５が形成された画素電極４ａ、４ｂが形成されている。
【００６５】
本実施の形態における２つの画素電極４ａ、４ｂに形成されるスリット５ａ、５ｂ、５ｃ
、５ｄは、第４の実施の形態と同様にゲートバスライン１及びデータバスライン２に対し
て斜めに形成されている。但し、スリットの形成パターンが図４に示すパターンと異なっ
ている。
【００６６】
本実施の形態による薄膜トランジスタ３ａ、３ｂは、図中右隣りのデータバスライン２近
傍に形成されている。薄膜トランジスタ３ａ、３ｂのソース電極と画素電極４ａ、４ｂと
を電気的に接続する接続部を構成するコンタクトホール７ａ、７ｂは、各画素電極４ａ、
４ｂの分割電極領域ｂに設けられている。このように本実施の形態での接続部は、２つの
分割電極領域ａ、ｃと接続電極６ａ、６ｂを介して接続する分割電極領域ｂに設けられて
いる。薄膜トランジスタ３ａ、３ｂを図中右隣りデータバスライン２近傍に形成すること
により、それぞれの分割電極領域ｂ内のコンタクトホール７ａ、７ｂと接続する薄膜トラ
ンジスタ３ａ、３ｂのソース電極の長さを最短にしている。
【００６７】
接続部を構成するコンタクトホール７ａ、７ｂが設けられる領域として分割電極領域ｂを
選択する理由は、第４の実施の形態と同様である。すなわち、隣接画素との連結不良が生
じても、ソース電極と接続するコンタクトホール７ａ、７ｂを分割電極領域ｂに設けてお
けば、複数の分割電極領域ａ、ｂ、ｃ、ｄのうち、例えば図５に示すように、連結不良に
関与する画素領域４ｂの分割電極領域ａの周囲の接続電極６ａをレーザ光の照射等により
非導通にすれば、画素領域４ａの全てと画素領域４ｂの残りの大部分の分割電極領域ｂ、
ｃ、ｄを救済することができる。
【００６８】
さて、図５において斜線領域Ｅは、ゲートバスライン１とデータバスライン２が交差する
付近において、画素電極４ａの分割電極領域ｂと画素電極４ｂの分割電極領域ａとが電気
的に接続されている画素電極パターン不良が生じた領域を示している。
本実施の形態では、画素電極４ｂ側の分割電極領域ａ、ｂ間のスリット５ａ上の接続電極
６ａをレーザ光等を照射して切断し、分割電極領域ａ、ｂ間を非導通とし、分割電極領域
ａを薄膜トランジスタ３ｂから電気的に分離することにより、画素電極４ａ、４ｂ間の電
気的接続を遮断することができる。薄膜トランジスタ３ａ、３ｂは、相互に影響されるこ
となく独立に動作できるようになる。
【００６９】



(10) JP 4571727 B2 2010.10.27

10

20

30

40

50

このとき、画素電極４ｂでは、画素分割電極領域ｂ、ｃ、ｄが薄膜トランジスタ３ｂに接
続される状態となる。また、画素電極４ａでは、画素電極４ｂ側の分割電極領域ａが新た
に画素トランジスタ３ａに接続される状態となる。このような状態において、画素電極４
ａ側では所望の配向分割制御が行われ、同様に、画素電極４ｂ側では分割電極領域ｂ、ｃ
、ｄにおいて正常な分割配向制御が行われる。
【００７０】
このように、図５の斜線領域Ｅで示す画素電極パターン不良に対し画素電極４ｂ側の分割
電極領域ａを切り離して連結不良を修復し、残りの分割電極領域ｂ、ｃ、ｄを救済するこ
とにより、画素電極４ａ、４ｂを同時に救済できるようになるので、歩留まりを向上させ
ることが可能となる。
【００７１】
次に、本発明の第６の実施の形態による液晶表示パネルを図６を用いて説明する。図６は
、パネル面に向かって見た液晶表示パネルの概略構成を示しており、横方向に並ぶ２つの
画素領域を示している。各画素領域にはそれぞれ薄膜トランジスタ３ａ、３ｂと、スリッ
ト５が形成された画素電極４ａ、４ｂが形成されている。
【００７２】
本実施の形態における２つの画素電極４ａ、４ｂに形成されるスリット５ａ、５ｂ、５ｃ
のパターン形状は、第４の実施の形態と同じである。本実施の形態による薄膜トランジス
タ３ａ、３ｂは、図中右隣りデータバスライン２近傍に形成されている。薄膜トランジス
タ３ａ、３ｂのソース電極と画素電極４ａ、４ｂとを電気的に接続する接続部を構成する
コンタクトホール７ａ、７ｂは、各画素電極４ａ、４ｂの分割電極領域ｂに設けられてい
る。このように本実施の形態での接続部は、２つの分割電極領域ａ、ｃと接続電極６ａ、
６ｂを介して接続する分割電極領域ｂに設けられている。薄膜トランジスタ３ａ、３ｂを
図中右隣りのデータバスライン２近傍に形成することにより、それぞれの分割電極領域ｂ
内のコンタクトホール７ａ、７ｂと接続する薄膜トランジスタ３ａ、３ｂのソース電極の
長さを最短にしている。
【００７３】
接続部を構成するコンタクトホール７ａ、７ｂが設けられる領域として分割電極領域ｂを
選択する理由は、第４の実施の形態と同様である。この場合、隣接画素との連結不良が生
じても、複数の分割電極領域ａ、ｂ、ｃ、ｄのうち、例えば図６に示すように、連結不良
に関与する画素領域４ｂの分割電極領域ａの周囲の接続電極６ａをレーザ光の照射等によ
り非導通にすれば、画素領域４ａの全てと画素領域４ｂの残りの大部分の分割電極領域ｂ
、ｃ、ｄを救済することができる。
【００７４】
さて、図６において斜線領域Ｆは、ゲートバスライン１とデータバスライン２が交差する
付近において、画素電極４ａの分割電極領域ｂと画素電極４ｂの分割電極領域ａとが電気
的に接続されている画素電極パターン不良が生じた領域を示している。
本実施の形態では、画素電極４ｂ側の分割電極領域ａを画定するスリット５ａ上の接続電
極６ａをレーザ光等を照射して切断し、分割電極領域ａ、ｂ間を非導通とし、分割電極領
域ａを薄膜トランジスタ３ｂから電気的に分離することにより、画素電極４ａ、４ｂ間の
電気接続を遮断するようにしている。薄膜トランジスタ３ａ、３ｂは、相互に影響される
ことなく独立に動作できるようになる。
【００７５】
このとき、画素電極４ｂでは、画素分割電極領域ｂ、ｃ、ｄが薄膜トランジスタ３ｂに接
続される状態となる。また、画素電極４ａでは、画素電極４ｂ側の分割電極領域ａが新た
に画素トランジスタ３ａに接続される状態となる。このような状態において、画素電極４
ａ側では所望の配向分割制御が行われ、同様に、画素電極４ｂ側では分割電極領域ｂ、ｃ
、ｄにおいて正常な分割配向制御が行われる。
【００７６】
このように、図６の斜線領域Ｆで示す画素電極パターン不良に対し画素電極４ｂ側の分割
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とにより、画素電極４ａ、４ｂを同時に救済できるようになるので、歩留まりを向上させ
ることが可能となる。
【００７７】
本発明は、上記実施の形態に限らず種々の変形が可能である。
例えば上記実施の形態によるスリット５上の接続電極６は、画素電極４がフォトリソグラ
フィ工程を用いたパターニングで形成される際、画素電極４と同一工程で同一材料により
形成される。本発明はこれに限らず、画素電極４の形成工程とは別の工程を用いて別の材
料により接続電極６を形成してももちろんよい。
【００７８】
【発明の効果】
以上の通り、本発明によれば、連結不良を生じている画素を救済して、製造歩留まりを向
上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施の形態による液晶表示パネルの概略構成を示す図である。
【図２】本発明の第２実施の形態による液晶表示パネルの概略構成を示す図である。
【図３】本発明の第３実施の形態による液晶表示パネルの概略構成を示す図である。
【図４】本発明の第４実施の形態による液晶表示パネルの概略構成を示す図である。
【図５】本発明の第５実施の形態による液晶表示パネルの概略構成を示す図である。
【図６】本発明の第６実施の形態による液晶表示パネルの概略構成を示す図である。
【図７】従来の液晶表示パネルの概略構成を示す図である。
【図８】従来の液晶表示パネルにおいて画素電極にパターン不良が発生した状態を示す図
である。
【符号の説明】
１　ゲートバスライン
２　データバスライン
３ａ、３ｂ　薄膜トランジスタ
４ａ、４ｂ　画素電極
５ａ、５ｂ、５ｃ、５ｄ、５ｅ　スリット
６ａ、６ｂ、６ｃ、６ｄ、６ｅ　接続電極
７ａ、７ｂ　コンタクトホール
ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆ　分割電極領域
Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ　斜線領域
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